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発展を期待している分野である。
　CEA‐LETI（仏原子力庁の電
子情報技術研究所）と伊仏合弁の
STマイクロエレクトロニクス社
は、グルノーブル近郊の共同研究
施設（Crolles １）において、RF 
MEMSによるスイッチを標準的
なCMOS回路（相補型トランジ
スタ構造）の上層に製造する技
術を開発した。この成果により、
SoCへのMEMSスイッチの集積
が現実的なものになった。
　この共同研究におけるMEMS
スイッチは、２種の材料を貼り合
わせ、熱的性質の違いによって変
形させるバイモルフという効果を
使っている。可動部分は、窒化シ
リコンとアルミニウムから成る梁
（400× 50μm）から成っており、
信号ラインとの間に 3μmのエ
アギャップが設けられている。接
続する窒化チタンの抵抗加熱によ
って、窒化シリコンとアルミニウ
ムの梁がバイモルフ効果により変
形し、信号ライン上の金の突起と
接触してスイッチがオン状態にな
る。スイッチが一旦オンになると、
電圧が印加されることで発生する
静電気力によって梁が接触位置で
保持されるため、これ以上の加熱
電流が不要になる。このような静
電気力を利用した機構により、消
費電力の少ないスイッチ動作が可
能になった。試作したMEMSス
イッチは、約 200μ sのスイッチ
ング動作をさせるために、２V以
下で 20 mAが必要であり、起動
エネルギーは８μ Jであった。た
だし、静電気力の維持に必要な電
圧は 15Vであり、今後、これを
10V以下に低減する改良を行な
う。信頼性に関しては、不具合や
接触劣化無しに 10億回以上のス
イッチングができ、携帯機器で使
用される２GHzの周波数帯域での
挿入損失や漏洩度も低いことが確
認されており、実用に近い技術と
考えることができる。
　CEA‐LETIとSTマイクロエレ
クトロニクス社は、今後の産官共
同研究で、ウエハレベルでのパッ
ケージング（半導体デバイスを実
装するための包装）方法の開発や、
作製工程の効率化による費用対効
果の向上など、さらに実用に向け
た開発を進めていく予定である。
